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1 

PatentansprOche 


!. Verfahren zum Erzeugen und Beschlcunigen von 
Elektronen bzw. lonen in einem EntladungsgefftO, 
besieh«nd aus im Absiand vonctnander kngeordne- 
ten Meiallelekirodcn. die durch c'ne umgebende 
Isolicrwand gehalten sir.d und die minde\iens einen 
Gascniladungskanat aus Ouchiendcn Offnungen 
der Elckiroden bilden. bet dem in dem Endadungs* 
gcfSO cine ionisierbare Nicderdruck-CasfQllung 
e'-ngebracht wird und an die Elekiroden eine elck- 
irischc Spannung von cincr H6he angclegt wird, 
dflO sich cine4ijnkcnahnliche Casentladung in dem 
mindestens einen Cascntladungskanal ausbildeu 
aus dem die Elektronen bzw. lonen austreten, da* 
durch gekcnnzeichnet. daO der Casdruck (p) und 
dcr Abstand (d) dcr Elcktrodcn {1, 2, 9) im Lntla- 
dungsgcfaD so eingcstcUi wird. daD das Produkt 
(p X d) aus Gasdruck (p) und Elektrodenabsiand (d) 
in dcr GrOOcnordnung von 133 Pa mm odcr darun* 
icr licgt. 

2. Verfahren nach Anspruch !. dadurch gckenn- 
zeichnct. daQ bei einem Elcktrodenabstand (d) in 
der GrdOenordnung von 1 mm lypische Werte dc$ 
Gasdruckes/p^von 13.3 bis 133 Pa gewfthit werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 odcr 2. dadurch gc- 
kennzcichneu daO cine Spannung (U) '7i Bcreich 
zwtschen 5 bis 30 k V angclegt wird. 

4 Verfahren nach cincm der AnsprQchc I bis 3. 
daiiurch gekcnnzeichnet. daC die Tunkenahnliche 
Casentladung dtirch an cine oder einigc Elekiroden 
(l,2,9)angc)egteTriggersigna)e ausgel6si wird. 

5. Tcilchenbeschlcuniger zur Durchfahrung des 
Vcrfahrcns nach einem dcr Ansprilche I bis 4. da- 
durch gekcnnzeichnet, daO die ^uDersien Elekiro- 
den (I, 2) die Kathode und die Anode bilder. und die 
inneren Elekiroden (9) frei Hoatend durch die Iso- 
licrwand (13) gehalten sind. 

6. Tcilchenbeschlcuniger nach Anspruch 5, dadurch 
gckennzeichnei, daO zwischcn Kathode (1) und An- 
ode (2) ein exierner Kondvnsator (16) angeschlos- 
sen isi. 

7. Tcilchenbeschlcuniger nach Anspruch 5, dadurch 
gekcnnzeichnet. daO zwci odcr mchrere der Elek- 
iroden an Kondensaiorcn und/oder an Spannungs- 
teiler angeschtosscn sind. 

8. Tcilchenbeschlcuniger nach einem der Ansprii- 
che 5 bis 7, dadurch gekcnnzeichnet. daQ dcr 
Durchmesser der Offnungen (3. 4. 10) dcr Elekiro- 
den (I, 2, 9) in der GrdOenordnung der Elektrodcn- 
abstjinde(^a;;iiegt. 

9. Teilchenbeschleunigcr nach cincm der AnsprO- 
che 5 bis 8. dadurch gekcnnzeichnet. daO die Anode 
keine Offnung aufweist. 

10. Tcilchenbeschlcuniger nach cincm der AnsprO- 
che 5 bis 9, dadurch gckennzeichnei. daQ die Elek- 
iroden planparallel oder konzenirisch angeordnet 
sind. 

1 1. 1'eilchenbeschleimiger nach einem der AnsprO- 
che 3 bis 10. dadurch gekcnnzeichnet. daO mehrere 
parallel angcordnetc Oascntladungskanaie \5) vor- 
gcschen sind. 

1 2. Anwcndung des Vcrfahrcns nach einem der An- 
sprOchc 1 bis 4 oder des Tcilchcnbeschlcunigers 
nach emcm der An%prOchc 5 bis 1 1 zur Aufhcizung 
«einci Targeii zur AuslMung von Fusionsreaktio- 
nen. 

1 3. Anwcndung des Vcrfahrcns nach einem dc*- An- 


sprOche 1 bis 4 oder des Tcilchenbeschlcunigcrs 
nach einem der AnsprOche 5 bis 1 1 als lonenan- 
trieb. 

14. Anwendung des Verfahrcns nach cincm dcr An- 
s sprOche I bis 4 odcr des Teilchenbcschlcuntgcrs 

nach einem der AnsprOche 5 bis 1 1 zur Maicrialbe- 
arbeitung mittels des ausiretenden lonen- odcr 
Eiektronenstroms. 

15. Anwendung des Vcrfahrcns nach einem der An- 
10 SprOche I bis 4 oder des Teilchenbcschicunigcrs 

n?ch einem der AnsprOche 5 bis 1 1 zur Verdamp- 
fung von Materialien mitieis des ausireicnden lo- 
nen- Oder Elekironenslroms. 

16. Anwendung des Verfahrcns nach einem der An- 
15 sprOche t bis 4 oder des Tcilchenbeschlcunigcrs 

nach einem der AnsprOche 5 bis 11 zur Plasmaer- 
zeugung des auf einen Festk6rper auftreffenden 
lonen- odcr Eiektronenstroms. 
' 17. Anwendung des Verfahrcns nach Anspruch 16 
20 i zur Erzeugung einer gcpulsicn Uchlquellc 

18. Anwendung des Vcf^ahrens nach einem dcr An- 
spi-Oche 1 bis 4 oder Tcilchcnbeschlcunigers nach 
einem der AnsprOche 5 bis 11 zur Erzeugung von 
R6ntgenstrahlung mittels durch die Anodendff- 

25 nung austrctenden oder auf die Ancxle auftreffen- 
den Eiektronenstroms. 

19. Anwendung des Verfahrens nach einem dcr An- 
sprOche I bis 4 Oder des Tellchenbeschleunigers 
nach einem der AnsprOche 5 bis 1 1 zur Erzeugung 

30 von Neutronen mittels des kathodenseitig austre- 
tenden oder auf die Kathode auftreffenden lonen- 
stroms. 

20. Anwendung des Verfahrens nach einiim dcr An- 
sprOche t bis 4 Oder des Teilchenbcschleunigers 

33 nach einem der AnsprOche 5 bis 1 1 als Impulsgene- 
rator oder als Schalter. 

Beschreibung 

43 Die ErHndung geht aus von einem gattungsgcmilOen 
Verfahren. das sich aus der USA-PS 29 00 566 crgibt. 
Dabci wcrdcn Elektronen bzw. lonen in einem Entla- 
dungsgefaD crzeugt das im Abstand voneinandcr angc- 
ordnetc Metallclektroden aufweist Dicse Metallclek- 

45 troden sind durch eine sic umgebenden Isolicrwand ge- 
halten und weisen einen Gasentladungskanal auf. dcr 
von fluchicnden Offnungen dieser Elekiroden gcbildei 
ist. in dieses Entladungsgef&O wird eine ionisierbare 
GasfUllung eingebrachu im allgcmeinen unier atmc- 

SO sphfirischen Druck. Im Extremfall wird ein redu/icrtcr 
Druck bis hcrunier zu JO Torr (1333 Pa) crzcugt. An die 
Elekiroden wird eine elektrische Spannung von einer 
Hdhe angclegt. daO sich eine funkenilhnliche Ga.sentla- 
dung in diesem Gasentladungskanal ausbildet, aus dem 

ss das erhitzte Plasma austritt Untcr dem Wort tunken- 
Ahnltch" wird bei diesem Sund der Technik eine schnel- 
le elektrische Entladung bzw. eine Glimmentladung ver- 
standen. die nachstehend noch nflher eriflutert wird. 
Man arbeitet dabei auf dem "rechten" Ast der Paschen- 

60 kurve und rrhilt kcinen UntclWWwJiTrdcm-etfstrclcn- 
dcn Plasma bei Spannungsumkchr. 

Physikalischerfolgt im rechlen Aslder Paschcnkurvc 
ein spontaner elektrischer Durchschlag enilang der 
Durchbruchsspannungs-Druckchoraktcrisiik. dcr cln- 

«) deuiig einen sieigendcn Verluuf hat. d. h. die Durch- 
bruchspannung wttchsl mil stcigciidcm Urock. Duruh 
dicse Charaklerisiik sind GosentladungsmcchiiniNmcn 
die Ursachc fUr die Ausl^Ssung cincr Entladung. die sich 
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auszclchnct durch cincn Encrgiclransfer von den Elck- 
iroden cincs Gascniladungssysicms in das Gas im Zcit- 
bereich von der GrttBcnordnung Mikrosckundcn oder 
langsamcr. sofern es sich um selbstdndige Gasentladun- 
gen handcit, d. h. um Gasentladungcn. die nichi durch 
eine impulsartige Energiezu(uhr gekennzeichnet sind. 
Um solche Gasentladungcn haridel*. cs sich bei dieser 
Vorvcrfiffentlichung eirdcutig, wic aus der aufgefOhrtcn 
Zeilcharaktcrislik der Enlladung hcrvorgehL Da im 
rechten Ast der Paschenkurvc die Elektronendichte eni- 
sprechend hoch isl. kann dori keine hohe Elektronenge- 
schwindigkcii erreichi werden. Der Gasentladungstyp, 
der in der US- PS 29 00 566 beschriebcn wird. ist cine 
GlimmentSadung. die nach kurzer Aufbauphase in eincn 
normalen Hochdruckfunken ubergeht, Solche Systemc 
werden vielfach bei impulsaniger Energiezufuhr in Gas- 
lasern verwendet. jcdoch meist bei einer anderartigen 
Elektrodenanordnung. Es soil ein hochgradig crhiiztes 
Gas ausgestoBen werden. Dies belegen auch eindcutig 
die hierfiir typischen Gasgeschwindigkeiien von z. B. 
4000 m/s. Es geht in dcm Zusammenhang auch aus der 
Beschreibung dieser Vorverdffentlichung hervor, daB 
die anodensciiig austretende Plasmablase eine Ausdeh- 
nung von 0^ cm hat. von der aus ein heiBes Plasma nach 


soil. 

Die LOsung dieser Aufgabe erfolgt mil den Merkma- 
len des Kennzeichens des Anspruches 1. Die erilutcrten 
Nachteile der vorbekannien AusfOhrungen und VeKah- 
5 ren sind vermicden. E$ wird vielmehr eine funkcnflhnli- 
che Gasentladung von der Art crrcichl, die neucrdings 
als Pseudo-Funkc bezcichnet wird. Hierbci wird mchr 
im Bereich des rechten Astcs sondem im Bereich des 
linken Astes der Paschenkurvc g earbeitet. Der Aufbau'^ 
10 der Entladung spicit sich nicht mehr wie beim Gegen- 
stand der US-PS 29 00 566 im Mikrosekundenbcreich. 
sondem im Nanosekundenbereich ab. Aufgrund des Ar- 
beilcns bei einem rciativ nicdrigrn Produkt pxd be- 
sieht ein groDer frcier Weg fUr die Elekironen. so daO 
15 hohe Gcschwindigkeiicn fiir die emiitierten Teilchen, 
nSmlich bis in die GrOBenordnung von '/4 bis '/j der 
LichtgeschwindigkeiL crrcicht werden. Die freien Weg- 
Iflngen der Elektroncn liegen in der GrdBenordnung 
von mm bis cm, so daO die EJektronen nach einigcn 
20 St6Ben im elektrischen Fcid cine so hohe Energte auf- 
nehmen k6nnen. daB sic durch Zus<mmenst6De keine 
nenncnswcrte Energicveriusie mehr erJeiden (soge> 
nannte Runaway-Elekironen). Statt der Thermalisie- 
des Plasmas nach der erstgenannten Vorverdf- 


rung ^ .^.^.^ 

aJlen Seiten abgestoBen wird. Im Plasma sind die frcicn 23 fenllichung und Erzeugen einer enuprechenden Blase 
Wegiangen der EJektronen zwischen zwei clastischcn wird mit der ErTmdung ein*' Teikhenbeschieunigung in 
StSBen exirem klem (typischerweise lO--* cm), so daB Form eincs Sirahles erzeugt Es entstehi ein gebOndel- 
emeBeschlcunigunggeladener Teilchen im elektrischen tcr und entsprechend inlcnsiver Elektroncn- und auch 
FcId gar n.cht mdgltch ist. loncnstrom. Der Unterschicd in den Energicn der Elek- 

Ki , . ofr Vorverttffenthchung J. Appl. Phys. Vol. 37. 30 tronen nach dem erfrndungsgemlDen Verfahren gegen- 
Nr. 1 1 1966. Seiten 4287-4288 wird der elektrische Ober dcm erifluierten Verfahren nach US-PS 29 00 566 
Durchbruch (Breakdown) in einem Zwei-Parallelplai- bctrflgt mehrere CrOBcnordnungen z.B,\0*. Aufgrund 
icnsysiem beschncben und es werden Mcssungen dazu des Arbeitcns im linkcii Bereich der Paschenki:rve hat 
vorgelegt cs handelt sich um einen normalen clcktri- die funkcnfthnliche Gasentladung (Pseudo>Funke) mit 
scher. Durchbruch im Paralleiplattensystem. wobci die 35 stcigcndcm Druck eine fallcnde Durchbruchsspannung. 
Durchbruchspannung als Funkiion des Produktes pxd Man hat cine genQgend hohe Spannung und hierdurch 
beschnebcn wird Bei dieser Messung wird der Nieder- cine Quelle fOr die Erzeugung schnellerer gepulster lo- 
drucKbereich (linker Ast der Paschenkurvc). das Pa- nen- und Elektronenstrftmc. Es werden Elektronen- 
schcn jichc Mmimum sowie der Wiederansticg der Encrgicveneilungcn bis zu 50 kV erzielt und zw.r mit 
Durchbruchspannung zu hohen Drucken fQr einige 40 einem scharf gerichtclen Sirahl von Dektroncn. der in 
Case gcmessen. Dieser Sachverhalt ist scit dem vorigen dcm cigencn Gas noch nach einem Meter nach\'eisbar 
Jahrhundcrt bekannt. Erzeugt wird aber nur cine ist und der in grOBcrcn Enifcmungen von der Anode 
Glimmentladung Es wird in dicser Vorverdffentlichung noch verwendet werden kann, t B. zum Bohren von 
sogar ausfuhrhch dargelcgt, daB eine fOr den Gaseiniritt Metall mit Bohrlochdurchmcsser von etwa 0^ mm. 
in (lie beschnebene Zelle notwendige Bohrung, um Po- 45 - 


tentialverzerrungen zu vermeiden. durch die Anbrin- 
gung eines Ober die gesamte Bohrung angebrachten fci- 
ncn Sicbcs (mit etwa 1000 L6chern pro cm^) elektrisch 
egalisicrt wird. Durch diese MaDnahme solicn St6run- 
gen in der Homogenitttt des elektrischen Feldes vermie- 
den werden. 

Die US-PS 31 37 820 betrifft cine gepulste !onenquel- 
le des Types "Duoplasmatron" Nach Anlegen einer 
Hochspannung zQndet ein Bogen (hojicr Strom, geringe 


Erwfthnt sei, daB bei Untersuchungen vorbekannter 
Oblichcr Funkendurchschlfigc auftretende unstetigc 
Vcrlauf des Funkenkanals und die damit auftretende 
EinschnOrung der cigcnilichcn Entladungsstrecke im 
Gasraum vermicden wird. wcnn nach der Lehre des 
so Verfahrcns gemftB der Erfindung gearbeitet wird. Der 
Gasdruck wird entsprechend nicdrig gehalien (lypische 
Wertc: 133-133 Pa). 

Die VcrfahrcnsansprOchc 2 und 3 stellen bevorzugie 
AusfOhrungen der Erfindung hinsichtlich des Produktes 


Spannung, r^ischen der Anode und der Ka.hodl Ober „ p xVaUaucM^'kng; rp^Sprn"^™ 
e ^1onin?.™h,'"''.''".''' '"'^J^'l r""" Ziehpoiential Das Merkn,.! des Anspr„ch« A^llkh, eine Ce- 
e.n lonenstrah extrahiert. Es handelt s.ch um die Erzeu- nauigkeit der ZOndung auch im N.no«kundenl^™ich. 

s^TrSS.rainnUssS'To'n" ^''^V'"" T,"' "^'^ Merkmalcn'des A^pSs is^riconTt^k. 

:i!:i''JrJ^ll?."^J^?^J^/'"^^^^ «»"ng,k.naIblllen.i.hre„dxu7te£h^rdirno?:S 

luBcre IsoMerunggcsorgt isL 

Die Bildung des Gasentiadungskanalet itt dann be- 
sonders von Vortcil. wcnn die Merkmale dei Anipru- 
ches 8 vcrwirklicht sind. 

Aus der voniehendcn ErlAiitening der AniprOche 3 
und folgende erglbt sich. daD die Erfindung auch die 


gesehenc Spannung ist auBerordentlich hoch. nilmlich 
50 bis 250 kV. 

Die Aufgftbc der Erfindung besteht dcmgegenObcr in 
der Schaffung eines Verfahrcns. mit dem eine schnelle 
runkcnflhnhchc und konzcntricrtc Gasentlar'ung bei 
Bchr kurzen Gascntladungsaufbauzelien erzieh werden 
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Aufgabe dcr Schaffung eines zur DurchfUhrung d« 
Verfahrcnsdienenden Tcilchcnb^schlcunigcrs Iftst. 

SchlieOiich lehri die Erfindung auch vcrjchiedcnc we- 
sentl'iche Anwcndungcn des Vcrfahrcns odcr dcs zugc- 
h6rigen Teilchenbcschlcunigers. 

Hierzu lehn Anspnj> ** 1 2 die Anwcntfung zur Aurhei- 
zung ernes Targets zur • .v:}()$-jng von Fusionsreaktio* 
ncn. Dies isi fiirdie Nu'^ -;;.-» :-v-r.!"Mk wirhtig. 

Die Anwendung gemJIli Aiispruch 13 als lonenanincb 
kann aufgrund dcs htermii erzicUen ROcksioQes zum 
Antrieb einer lonenrakete vcrwcr.det werden, wobet die 
lonen nach Ihrem Austriti a us dern Kalhodenbereich in 
den AuBenraum der Rakete gcian:{en. 

Auf die Anwendung zur Maicrialbearbeitung mittels 
des aiistreienden lonen- oder E'.cktrodenstromes {An- 
spnich 14) ist oben schon hrnyewicscn worden. Dies 
kcnn sein: Bohren, FrSscn. Abtragen von Material, wo- 
bei emv««der die Prozcdur innerhalbdes Emladungsgc- 
faOcs stattrmdet odcr der Teilchcnstrom nach Durchiau- 
fen geeij;netcr Austrittsvorkehrungcn in den AuOenrum 
desGefaOcsaustrttL 

Anspruch 15 Ichri in diesem Zusammenhang die An* 
wendung dcs Verfahrens zur Verdampfung von M&tcri* 
iUcn mittels erner dicser Sirftmc. 

Die Anwendungsmdglichkeit gemfiO Anspruch 16 ist 
ein vorieilhifter Weg zur Plasmacrzcugung und die des 
An?pruches 17 zur Erzcugung cincr gepulsten Licht- 
quelle. Hicrbei kann der ausirctcndc loncn- bzw. Elck- 
ironcnstrom auf cincn FcstkOrpcr ircffcn. der durch die 
hicrbei crzcugtc hohe Tcmpcratur dann die LichtqucHc 
bildcn. £s kann abcr auch der austretende loncn- odcr 
Elekironensirom nach Einiritt in cincm mit Gas gefOII- 
ten Raum zur Erzcugung cincr intcnsiiatsstarken. gc- 
puisien Uchtqucllc vcrwcndci wcrdcn. 

Anspruch 18 zctgt cine vortcilhafic Anwendung zur 
Erzcugung von Rdht,gcnsirahlen urn Anspruch 't9 zur 
E;*zcugung von Nfcutroncn. 

SchlicClich ist gcmilO Anspruch 20 auch cine Anwen- 
dung als Impulsgcncraior oder als Schaltcr mOglich. 

Weiiere Vort'^ile und Merkmalc dcr Erfindung sind 
. den wcitcrcn Unicranspruchen sowie den nachstchen- 
den ErUutcrungcn und dcr Zcichnung von AusfQh- 
rungsm6glichkcitcn zu entnehmen. In der Zcichnung 
zeigt 

Fig. 1 cine Prinzipanordnung eines Entladungsgefa- 
Bes mil zwei Elektroden im Schniit. 

Fig. 2 ebenfalU im Schnitt ein EntiadungsgcfaO mit 
•nthr als zwet Elekirodcn und isolicrendcr GcfaOwand. 

In der Rg. 1 sind zwei Elektroden 1 (Kathode) und 2 
Anode) mit der Kathodenbohrung 3 und der Anoden- 
X)hrung 4 dargestellu Die Bohrlochachsc 5 enispricht 
ler Richiung und der Mittclachse des hicrmit erziehen 
llekironen> oder loncnsironics. Beide Elektroden sind 
lurch cine Isolierung 6 voneinandcr getrennt. Die Au- 
knbegrenzungder Elektroden ist gegen die Bohrl6cher 
ind d»c Gasfullung elekirisch tsoliert. Die Spannung 
yird bei den AnschluDklcmmcn 7£ angelcgi. Es wird 
lurch nicht dargestcllic Mittcl fOr etncn Unicrdruck 
incr ionisicrbaren Nicdcrdruck-Gasfullung von z. B. 
»- I3J— 133 Pa gcsorgi. Hicrbei kann der Elektroden- 
bstarvd d I mm beiragen. so daD das Produkt 
' X 1 3 J - 1 33 Pa mm betrigu 

Die bci 7JR angclcgtc Spannung U kann im Bcrcich 
wischen 5—30 kV licgcn. womii in dem durch die Boh- 
ungcn 3. 4 gcbrldcten Gascntladungskanal die funkcn- 
hnliche Gascntladung (Pscudo-Funkc) gemflO der Er- 
ndung enistcht. Zur Ausi6&ung dcr Gaseniladung kdr- 
en an die Elektroden Triggersignale angclegt werden. 


Es empfichit sich im Qbrigen, daD der Durchmesscr dcr 
Bohrungen 3» 4 ctwa in dcr GrdOenordnung dcs R\ck- 
irode:^abstandes Jliegl. Die Konzentrierung der Enila- 
dung auf den Entladungskanal wird durch di* Isolierung 
5 6 am AuOenbereich der Elektroden t» 2 stark gef6rdert 
Hierdurch wird der Wcg. den die Gasentladung nehmen 
kann, auf den Ptattenabstand beschrSnkt, andernfalls 
wflren Umwege fOr cine Entladung nOttg. In der Nflhe 
-drsr ZOndspannung bleibt die Entladung ausschlleBIich 

10 auf das Gebict urn die Elektrodenbohrungen 3. 4 be- 
schrAnkL Die Schaffung einer solchen zentralen Fun- 
kenentladung (Pseudo-Funke) und dessen Lokalisierung 
im Entladungskanal schafft das gewUnschte Ergebnis« 
namlich die Extraktion schneller gepulster lonen- und 

13 E)ektrodenstr&me. wobei der lonenstrom aus der je wei- 
ligcn Kathodenstrahlung 3 und der Elektronenstrom 
aus der jeweiligen Anodenbohrung 4 austritt 

Das Ausf Ohningseispiet der Fig. 2 zeigt auBer der Ka> 
thode I und der Anode 2 noch mchrere. d azwische n 

20 befmdltche Zwischeneiektroden 9. deren Bohrungen lu 
mit den Bohrungen 3, 4 der Anodcn-Elektrode bzw. 
Kathoden-Elektrcde in einer geraden Linie fluchten und 
den Gasentladungskanal bilden. Mit 11 ist der mogiiche 
Austritt von lonen und mit 12 der mdgliche Austritt von 

25 Elcktronen schematisch dargestellL 5 ist wiederum die 
Bohriochachse und damit Mittelachse des jeweiligen lo- 
nen- oder Elektronenstromes. Die isolierendc GefftD- 
wand ist mit 13 beziffert. wflhrend 14 der AuBenraum 
der Anode und 15 der AuBenraum der Kathode ist 

30 SchlieDlich kann zwischen Anode und Kathode em ex- 
lerner Kondensator 16 vorgesehen sein, 7, 8 sind wicdcr 
die AnschlQsse fOr die an Kathode und Anode anzulc- 
gende elektrische Spannung. Bei dieser Anordnung sind 
die inneren Elektroden (Zwischeneiektroden) 9 durch 

33 die Isolierwand 13 frei floatend gehallen. Die Elektro- 
den selber sind planparallel zueinander angeordnet Es 
ware aber auch eine in der Zeichnung nicht dargestelUe 
konzen'rische Anordnung von Elektroden zueinander 
mOglich. 

40 Die Entladung der externen Kapazitftt 16 fArdert die 
Schaffung des Elektronen- oder lonenstromes. d. h. des- 
sen GrdBe und IntensitftL Hierfur typische Werie der 
Stromstjlrke sind mit Hilfe der Entladung der Kapazitflt 
100 A Elektronenstrom und 10 A lonenstrom bei Span- 

45 nungen zwischen 5—20 kV fOr die Zeitdauer von weni- 
gen Nanosekunden. z. B. 5— 10 ns. Bei einer periodi- 
schen Entladung dieses Systems lassen sich Frequenzen 
bis zu etwa 1 MHz erreichen. Die Frequenz hftngt von 
der Strombelastbarkeit der Spannungsquelle ab. Die 

so Druckspannungscharakteristik ist bei Elektrodenab- 
st&nden von der Gr<>Benordnung 1 mm unterhalb 
133 Pa sehr steil (angenflhert U^Mff). Dabei kdnnen 
sehr hohe Spannungswerte erreicht werden. 
Die Anordnung einer grOQeren Anzahl von Elektro- 

35 den hintereinander gemaQ Fig. 2 erhdht die QualitAt des 
Strahls der austretenden Elektronen bzw. lonen. Dabei 
kOnnen die Zwischeneiektroden 9 durch Spannungsici- 
ler mit Teilspannungen gespeist werden. deren Betrfigc 
zwischen der Endspannung U licgcn. die bci 7,8 ange- 

60 Icgt wird. Das System ist auch funktionsfahig, wenn ent- 
sprechende Spannungszwischenwcrte fOr die Zwischen- 
eiektroden 9 sich von selbst durch die Anordnung und 
die Entladung einstellen. ohne daB die Zwivchcnelektro- 
den nach auOen an ein Spannungsversorgungssystem 

63 angcschlossen sind. sondern lediglich isoliert ange- 
bracht sind (wie Fig. 2 zeigt). Die Durchschlagsfcxiig- 
keit eines solchen aus mehr als zwei Elekirodcn beste- 
henden Systemes ist gegenOber dem Zwei-Elekiroden- 
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system dcr Fig, I crhcblich crhdhl. Dies wird wescntlich 
diirch das bcrcits crwShntc Mcrkmal gcffirdcrl, wonach 
dcr Durchmcsscr dcr Bohrldcher 3, 4, 10 in der gleichen 
GrdQenordnung wie die Plaitenabstande d gehaltcn 
wird. Auf diesc Weisc lasscn sich durch cntsprechendes 5 
Hiniereinanderschalten. evtl. unter Verwcndung geeig* 
neter Spannungsteiler. in Vielelektrodensysiemen Span- 
nungcn bis zu mchrcren Million Volt errcichen. Der 
Durchmcsscr der austreiehden lonen- und Elektronen- 
strOmc isi im allgemeinen wtscnllich kleiner als dcr 10 
Durchmcsscr der Bohrl6cher. wobei sich als typischcr 
Wert ergebcn hat: Stromdurchmesser - '/j des Bohr- 
lochdurchmessers. Dies erkl^rt sich durch das magneto- 
hydrodynamischc Verhaltcn dcr Entladung. Dicser Ef- 
fekt triti auch dann auf. wcnn die Kapazit^t des zu entla- is 
denden Systems iediglich aus der Eigenkapazitat der 
Elektroden bcsichi. Vcrstirkt werden jedoch die 
Slromstarken der Entladungen durch cxternc Konden- 
satoren gemSD Bczugszeichen 16, die zwischen Anode 
und Kathode ihre Leistung zufUhren konncn, bzw. die 20 
durch Hintereinanderschaitung zwischen Anode und 
Kathode nngebracht sind und Zwischenabzweigungen 
7.U ausgewfihiten Zwischenelektroden besitzen. Dabei 
wird dcr Durchmesser der Entladungssirdme nicht we- 
scnllich vergrddert, cher sogar verkleinerL Es lassen 29 
sich abcr dabei Stromstflrken bis zu eintgen 100000 A 
erreichen, Stromdichten bis zu 10" A/mm^ sind mdglictu 
Die austretcnden lonenstrdme sind wescntlich kleiner 
und dfe austretcnden Elektronenstr6me betragen bis 
50^ dcr im System flieBenden CesarntstrOme. jo 

Die inneren Zwischenelektroden und die Kathoden 
sind stcis mil einer Bohrung (eine Bohrung kann nach 
dcr Erfindung auch eine anders hergestelitc Offnung 
scin) vcrsehen, wShrend die Anode eine solche Bohrung 
bzw. Offnung haben kann. Diesc Bohrungen bzw. Off- 35 
nungen sind bevorzugt kretsfdrmig. sic k6nnen aber 
auch durch nicht kreisfOrmige DurchbrOche ersetzt 
werden. Es kdnnen mchrere von soichr n Rfthr^ingi>n ^ 
Offnungcn oder DurchbrOchen gcbildcle Entladungska- 
n&ie vorgesehen, z. B. einander parallel angeordnet scin. 40 
Die Elektroden kdnnen statt zucinandcr ptanparaltcier 
Platten auch zueinander konzentrischc Zylindcr setn 
Oder iihnlichc Formen aufweiscn. wobei jeweils die Boh- 
rungen der Elektroden die erlautcrtcn lintladungskanfl- 
)e bilden. Auch bei den zuletzt erlautcrtcn Ausgestal- 4S 
tungsmdglichkeiten der Elektroden isi far dicse eine de 
racio-ParalleUtai erhaltcn gcblieben. 
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